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Fabrication of electrodes with a controlled nanometric separation is strategic for many application fields as molecular electronics and biosensors. A technological process at room temperature with an high yield can be defined starting from electromigration induced break junction technique (EIBJ). A self assembly adhesion molecule (MPTMS (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane) for gold, efficiently used in previous works, solves the problems of metallic residuals, typical of titanium and chromium. As a consequence a simple and low cost technological process to realise gold nanogaps at room temperature becomes feasible. The analysis of internal mechanisms that act on metal wire, when the density produces electromigration, together with a thermal model of the wire itself, can be used to control nanogap dimension. The design of a large set of wires, where different geometries are used to modify their thermal behaviour during electromigration, is used to verify feedback algorithms to control applied bias voltage. Some interesting experimental results seem to confirm the model proposed by the authors, opening new opportunities for future high yield nanogap fabrication.
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				Abstract

				Fabrication of electrodes with a controlled nanometric separation is strategic for many application fields as molecular electronics and biosensors. A technological process at room temperature with an high yield can be defined starting from electromigration induced break junction technique (EIBJ). A self assembly adhesion molecule (MPTMS (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane) for gold, efficiently used in previous works, solves the problems of metallic residuals, typical of titanium and chromium. As a consequence a simple and low cost technological process to realise gold nanogaps at room temperature becomes feasible. The analysis of internal mechanisms that act on metal wire, when the density produces electromigration, together with a thermal model of the wire itself, can be used to control nanogap dimension. The design of a large set of wires, where different geometries are used to modify their thermal behaviour during electromigration, is used to verify feedback algorithms to control applied bias voltage. Some interesting experimental results seem to confirm the model proposed by the authors, opening new opportunities for future high yield nanogap fabrication.
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					simulazione ASN

					
				

				
					Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione.
La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.

La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.
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